
제 35 회 하계학술대회 초록집 271

PW-P04

플라즈마에서 OES(Optical Emission

를 통한 발생 감지 기술Spectroscopy) leak
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반도체 제조공정에서 플라즈마는 또는 식각 공정 등에 사용되고 있으며 반도체 패PECVD ,
턴의 미세화에 따른 미세한 공정 제어 및 측정이 요구되고 있다. OES(Optical Emission

는 플라즈마 자체에서 방출되는 의 분광을 통하여 등Spectroscopy) emission End Point Detection
오래전부터 사용되어온 분석방법이다 요즘에 제기되는 문제 중의 하나는 공정 중 발생하는.
미세 이며 이것을 감지할 수 있는 기술이 요구되고 있다 본 연구에서는 분석 방법 중 하나leak , .
인 를 이용하여 발생 감지 연구를 수행하였다 을 통해 플라즈마 자체에서 나오는OES leak . OES
빛의 스펙트럼을 분석하여 플라즈마내 있는 원자 또는 분자의 종을 분석하였고 각 파장의,
빛의 세기 변화를 측정하여 플라즈마 상태변화를 측정하였다 또한 상태에서. , Ar plasma leak

을 연결해 를 주었을 때의 분광 스펙트럼의 변화를 감지하였고 량에 따른 민감도valve leak leak
에 관하여도 알아보았다.
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